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中文摘要 
本計畫目的在探討變晶式高電子遷移率電晶體的方位效應對於元件特性的

影響，並且提出新的構想，利用方位效應來成長自我組成量子線，甚而製

作量子線通道變晶式高電子遷移率電晶體。首先我們將成長並製作變晶式

高電子遷移率電晶體，量測分析方位效應對於磊晶材料與元件的電性表現

以及光電響應的影響，特別是電晶體的夾止漏電流特性與光偵測的光電響

應是我們的研究重點。接著我們提出一個新的構想，利用變晶式高電子遷

移率電晶體磊晶片做為自我組成量子線的磊晶成長墊板，希望藉由方位效

應來強化量子線在 [1-10]方向的長度連續性，繼而成長並製作具有一維電

子雲的 InAs 量子線通道變晶式高電子遷移率電晶體。本研究計畫將有助

於進一步瞭解並強化變晶式高電子遷移率電晶體的元件特性以及此元件在

光電積體電路的光訊號偵測之應用。 
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